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１．概要（Summary） 

本研究においては、新規に化学合成された二次元原

子薄膜を用いた分子・バイオCMOS融合デバイス実現に

向けた基盤技術確立をその目的とする。初めのステップと

して、新規二次元原子薄膜の特性評価のための電極形

成技術の確立ならびにトランジスタ特性の評価を目指す。

我々は、新規二次元原子薄膜である有機・無機複合二次

元物質、配位ナノシートの特性評価を行っている。 

配位ナノシートは、金属イオンと平面形π共役架橋配

位子の様々な組み合わせで、多彩な化学構造、幾何構

造を取り、そのドメインサイズも多様である。小さいドメイン

サイズの配位ナノシートの評価には微小電極形成が必須

であり、本研究では電子ビーム蒸着装置を用いて電極形

成を行った。現状のドメインサイズは、数マイクロメートル

～数十マイクロメートル程度であり、電子ビーム蒸着装置

を用いての電極形成が必須である。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

フェムト秒レーザー加工分析システム（UFL-Hybrid） 

【実験方法】 

UFL-Hybridを用いて、配位ナノシートの特性評価が

可能なサイズならびにパターンの微小電極の形成を行う。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

配位ナノシートの特性評価が可能なサイズならびにパ

ターンをデザインした。そのデザインをもとにして、

UFL-Hybridを用いて、電極パターニングを 2回にわた

って行った。しかしながら、1回目はパターニングの際のレ

ーザ強度を高く設定しすぎてしまい、シリコン基板へのダ

メージが確認された。2回目においては、レーザ強度を下

げて行い、おおよそパターニングが確認できた。 

パターニングされた電極を用いて、トランジスタ特性の

評価を行ったが、所望のトランジスタ動作は確認できなか

った。 

現在、理論モデルとの比較・解析を行っている。 
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・本研究は JST・CREST「二次元機能性原子・分子薄膜
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